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DIODY IMPULSOWE
% BAP794, BAP794A, BAP795, BAP795A

%

Diody krzemowe epiplanarne sa przéznaczone gléwnie do
stosowania w bardzo szybkich ukladach przelaczajacych
oraz jako diody ogblnego zastosowania.
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Obudowa plastykowa SOD23 (CE3T7)

DANE TECHNICZNE

Dopuszezalne wartosei parametrow eksploatacyjnych

—n194 —79?£P_—_795 —795A

Napigcie wsteczne Urn 25 30 50 50 V
Szczytowe napiecie

wsteczne Urm 35 40 7 1%V
Sredni prad prze-

wodzenia I 80 mA:
Szezytowy prad prze-

wodzenia (f == 50 Hz) Irm 180 mA
Prad przecigzeniowy Irpsm 800 mA
Moc calkowita Piot 200 mwW
Temperatura zlgcza t; 398 K (125°C)

Zakres temperatury

skladowania tstg 215...398 K (—355...+125°C)
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SWW 1156-131

Dioda BAP794

Parametry statyczne; tomp = 298 K (25°C)

. min. typ. maks.
Napiecie przewodzenia

przy Ir = 30 mA Ur —_ 084 1 v
Napiecie przebicia

przy In=5pA Usr 35 55 - Vv
Prad wsteczny

przy Up =25V Ir — 5 100 nA

Parametry dynamiczne; ty.,» = 298 K (25°C)

Czas ustalaﬂia chara-
kterystyki wstecznej
przy Ir = 10 mA;

Ug=6V;
R; =100 Q;
irr = 1mA ter —_ 1 2 ns
przy Ir = 10 mA;
JIr=10mA;
trr = 1 mMA : - = 4 ns

Pojemnoé¢ diody
przy f =1 MHz;
UR. =0

Dioda BAP794A

Parametry statyczne; t.,» = 298 K (25°C)

Lo R min. typ. maks.
Napiecie przewodzenia

przy Ir = 2mA Up 0,62 0,66 07 V
Napiecie przebicia .

przy Ir =5 pA Usgr 40 85 — A"
Prad wsteczny

przy Ug =30V Ir — 5 50 nA

Parametry dynamiczne; tomp = 298 K (25°C)

min. typ. maks.
Czas ustalania chara- :

kterystyki wstecznej
przy Ir = 10 mA;

Ur=6V,

Ry, =100Q;

irr = 1 mA trr — 1 2 ns
przy Ir = 10 mA;

Igr = 10 mA;

ir = 1 MA — —_ 4 ns

Pojemnos$é diody
przy f =1 MHz;
Ur=10 Cy — 1 2 pF
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Dioda BAP795 Dioda BAPT95A
Parametry statyczne; to» = 298 K (25°C) Parameiry statyczne; t;,» = 298 K (25°C)
‘ min. typ. maks. min. typ. maks.
Napiecie przewodzenia Napiecie przewodzenia
przy Ir = 50 mA Up —_ 0,84 1 v przy Ir = 10 mA Ur 0,7 0,76 081 V
Napiecie przebicia Napiecie przebicia
przy Ir =5pA Ugr 75 100 -V przy In =5pA Ugr 75 100 — \'
Prad wsteczny Prad wsteczny
przy Ur =50V In — 8 50 nA przy Up =50V Ir — 10 50 nA
Parametry dynamiczne; t,,,» = 298 K (25°C) Parametry dynamiczne; tomp = 298 K (25°C)p
‘Czas ustalania chara- min. typ. maks. Czaé ustalania chara- .
kterystyki wstecznej kterystyki wsteczne]
przy Ir = 10 mA; przy Ir = 10 mA;
Ur=6V,; Ur=6V,;
Ry =100 Q; R, =100Q;
irr = 1 mA ter — 1 2 ns iy = 1 MA ter — 1 2 ns
przy Ir = 16 mA; przy Ir = 10 mA; .
Iz = 10 mA; Ip = 10 mA; -
irg = 1mA — -— 4 ns irr = 1mA — —_— 4 ns oo
Pojemno§é diody Pojemno$é diody
przy f = 1 MHz; przy f =1 MHz; .
Ur=0 C, — 1 2 pF Ur=0 L % SEICTEN . | 2 pF
Ly Frr— Prad przewodzenia w funkcji napiecia przewodze-
4] LBAP 795, BAP 795 4 nia Ir = f(Ur).
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Prad wsteczny w funkcji napiecia wstecznego 1
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Prad wsteczny w funkeji temperatury Ir = f(tamo) Zmiany pojemnof§ci w fun}:tcjji napiecia wstecznego
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Charakterystyka mocy w funkcji temperatury eto-
czenia Ptot = f(tamv)
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